《硅片电阻率测定 扩展电阻探针法》
编制说明

1、 任务来源及计划要求：

根据全国有色金属标准化技术委员会《2006年任务落实项目》的精神(计划编号20065633-T-
×××）由由南京国盛电子有限公司、宁波立立电子股份有限公司、信息产业部专用材料质量监督检验中心负责修订《硅片电阻率测定 扩展电阻探针法》国家标准。计划要求2007年7月前完成标准草案，并征求相关单位意见。8月前对标准进行预审，10月前进行审定。
2、 编制过程：

本标准修订是在GB/T 6617-1995《硅片电阻率测定 扩展电阻探针法》的基础上，根据近年来使用该标准过程中出现的问题，结合国内主流测试仪器的发展需求状况，进行方法的试验、分析和研究后，并参考国外同类标准SEMI MF525-0705 用扩展电阻探针测量硅片电阻率的方法的相关内容编制成本标准的标准草案。 
1. 了解并掌握目前扩展电阻探针法的使用情况；

2. 了解ASTM标准的相关内容；

3. 修订本标准；

4. 广泛征求了信息产业部专用材料质量监督检验中心、洛阳中硅高科技有限公司、有研半导体材料有限公司等8家有关单位近30名代表的意见。所有改动情况如下：
1) 引用标准中删去硅外延层和扩散层厚度测定磨角染色法      
2) 增加了前言

3) 引用标准中增加用扩展电阻探针测量硅片电阻率的方法

4) 方法原理中删去单探针和三探针的原理图

5) 增加了4 干扰因素

6) 测量仪器和环境增加了自动测量仪器的范围和精度

7) 原标准中所有晶体取向字样均改为晶体晶向

8) 测量环境的温度由23±2℃改为23±3℃
9) 3中两探针之间距离由远远大于a量化为两探针之间距离大于10倍的a 
10) 新增了6样品制备

11) 全面修改了7测试步骤

12) 8测试报告中f条改为提供测量区域的扩展电阻、浓度、电阻率的数据及纵向分布图
3、 主要技术内容的说明：

本次标准修订主要从以下几个方面对内容进行了修订：

1. 本方法删去原标准中单探针和三探针的原理图，只选目前最常用的两探针
2. 本方法引进了引用标准 。
3. 本方法提出了几种干扰因素
4. 全面修改了原测试步骤的内容。
4、 与国外同类标准水平的对比分析：

本修订标准符合现行法规，标准审定后可替代现行GB/T 6617-1995《硅片电阻率测定 扩展电阻探针法》与现行法规、标准的关系：

修订标准符合现行法规，标准审定后可替代现行GB/T 6617-1995《硅片电阻率测定 扩展电阻探针法》实施标准的要求和措施的建议

由于尚缺乏更广泛的数据支持，本标准中测试精确度暂未评估。

本国家标准建议为推荐性的国家标准。
                                        南京国盛电子有限公司

                                            2007-8-22
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